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摘要(译)

薄膜晶体管（TFT）阵列面板包括：基板;栅极线包括栅电极和包括存储
电极的存储电极线，栅极线和存储电极线形成在基板上;形成在基板上的
栅极绝缘层;形成在栅极绝缘层上的半导体层;数据线和漏电极形成在栅极
绝缘层和半导体层上;存储导体与栅极绝缘层上的数据线一起形成并与漏
极连接;形成在数据线，漏电极和存储导体上的钝化层;形成在钝化层上，
与漏极连接，并具有多个切口部分的像素电极，其中每个存储电极和每
个存储导体具有与切口部分重叠并与栅极绝缘层相互重叠的倾斜部分夹
在其间。存储电极和存储导体具有与像素电极的切口部分重叠的倾斜部
分，从而提供增大的孔径比。与其中存储电极和存储导体不具有倾斜部
分的传统LCD装置相比，电场的水平分量允许像素电极的多组切口部分
控制液晶分子的方向。
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